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【緒言】鉄系超伝導体は、外部圧力による Tc増加が他の超伝導体では見られないほど大きいこと

が知られている[1, 2]。バルク体試料だけでなく薄膜でも、Ba(Fe,Co)2As2 において格子ミスマッチ

によるエピタキシャル歪によって a 軸と c 軸の長さの比を変化させることで、Tc が変化すること

が報告されている[3]。一方、エピタキシャル薄膜に外部圧力を印加することで、基板と薄膜との

熱膨張率差や圧縮率差、エピタキシャル歪も利用してより複合的かつ異方的な圧力を印加し、さ

らなる Tcの上昇が期待できるが、研究例が殆ど無い。そこで我々は、異なる単結晶基板上の最適

ドープ Ba(Fe,Co)2As2エピタキシャル薄膜に外部圧力を印加し、その超伝導特性に対する効果を評

価した。 

【結果】ピストンシリンダー型圧力セルを用いて、MgO、(La,Sr)(Al,Ta)O3 (LSAT)、BaF2 の 3 種

類の基板上の Ba(Fe,Co)2As2 エピタキシャル薄膜に対して最大 3.4 GPa の外部圧力を印加した（図

1）。MgO、LSAT 基板上の膜に関しては Tc が単調に減少し、単結晶に対する圧力印加の場合と同

様の傾向を示した。しかしながら BaF2 基板上に成長した膜だけは、印加圧力上昇に伴い Tc が上昇

し、3.1 GPa で Tc = 26.8K と約 2K 上昇した。最適ドープ Ba(Fe,Co)2As2 への外部圧力印加によって

Tc 上昇が観察された例はこれが初めてである。 
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 Fig1. Pressure effects on superconducting properties of optimally doped Ba(Fe,Co)2As2 epitaxial films. 

(a) Temperature dependence of resistivity of the film on BaF2 substrate at various pressures. Figs 

(b) and (c) show the pressure dependence of Tc and relative changes in Tc, respectively.  
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